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Sposéb wytwarzania powtok ztotych o dowolnej grubosci
pozbawionych naprezer wiasnych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania powtok ztotych o dowolnej grubosci, pozbawionych
naprezeri wtasnych.

Wzrost zastosowari powlok zfotych w przemysle spowodowat rozszerzenie zainteresowari w kierunku
otrzymywania powtok o scisle okreslonych wtasnosciach. W wielu przypadkach zachodzi réwniez potrzeba
osadzania powfok o znacznych grubosciach.

W znanych sposobach otrzymywania galwanicznych powfok ztota istniato zasadnicze ograniczenie doty-
czace grubosci mozliwych do uzyskania. Powodowane byto to dosy¢ wysokg wartoscia naprezert wtasnych
powstajacych w powtokach podczas ich osadzania. Z belgijskiego opisu patentowego nr 041 175 znane jest
stosowanie dodatku hydrazyny do kapieli kwasnych, co powoduje zmniejszenie naprezert wtasnych powtoki.
Ponadto z polskiego opisu patentowego nr 62 186 znane jest uzyskiwanie twardych powtok ztotych o grubosci
okoto 20 um, jednakze przy grubosci powtoki powyzej 10 um, nie jest mozliwe catkowite wyeliminowanie
naprezeri wtasnych. Zgodnie z patentem polskim nr 62 186, zblizenie wartosci naprezeri wtasnych do zera jest
mozliwe tylko wtedy gdy grubos¢ powtoki nie przekracza kilku um.

Przedmiotem wynalazku jest sposdéb wytwarzania powfok ztotych o dowolnej grubosci, pozbawionych
naprezert wtasnych.

Spos6b wedfug wynalazku polega na tym, ze do kapieli kwasnej, zawierajacej ztoto w postaci cyjanku
ztotawo-sodowego, kwas cytrynowy i kobalt w postaci soli kwasu cytrynowego dodaje sie zwigzkéw antynapre-
Zeniowych, stanowigcych mieszaning kwasu aminosulfonowego i amin alifatycznych, przy czym proces galwani-
cznego pokrywania prowadzi si¢ przy gestosci pradu 0,3 do 1,5 A/dm* w temperaturze 20 do 50°Q, przy pH
w granicach 4 do 5. Dodatek kwasu aminosulfonowego wynosi od 0,1 do 100 g/I, a dodatek aminy alifatycznej
-wynosi od 0,01 do 10 g/I.

Zalezno$¢ naprezert wiasnych powtoki od jej grubosci ilustrujg krzywe 1 i2 na wykresie, przy czym
krzywa 1 ilustruje wartosci naprezeri wtasnych uzyskanych przy stosowaniu sposobu wedtug patentu nr 63 186,
a krzywa 2 wyniki uzyskane przy zastosowaniu sposobu wedtug wy nalazku.
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Sposéb wedtug wynalazku gwarantuje otrzymanie powtok ztotych o duzych grubosciach, catkowicie
wolnych od naprezen wtasnych. .

Przyk+tad. Przygotowano kapiel o sktadzie 10 g/l ztota i 60 g/I kwasu cytrynowego i dodano do niej
0,8 g/l kobaltu w postaci soli kwasu cytrynowego ipodgrzano ja do temperatury 20°C. Nastepnie dodano
sktadnikdw antynaprezeniowych: kwasu aminosulfonowego 2 g/, tréjetyloamina specjalnie oczyszczona 1 g/l.

Proces galwanicznego naktadania powtoki prowadzono przy gestosci pradu 0,6 A/dm? iprzy pH rzedu
4,5. Otrzymano powtoke o grubosci 15 u pozbawiona naprezeri wtasnych.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6éb wytwarzania powtok ztotych o dowolnej grubosci, pozbawionych naprezert wtasnych z kapieli
kwasnej, zawierajacej ztoto w postaci cyjanku ztotawo-sodowego, kwas cytrynowy oraz kobalt w postaci soli
kwasu cytrynowego, znamienny tym, ze do kapieli dodaje sie zwigzkdw antynaprezeniowych, stanowia-
cych mieszaning kwasu aminosulfonowego i amin alifatycznych, przy czym proces galwanicznego pokrywania
prowadzi sie przy gestosci pradu 0,3 do 1,5 A/dm? w temperaturze 20 do 50°C przy pH w granicach 4 do 5.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze stosuje sie kwas aminosulfonowy w ilosci 0,1 do
100 g/l a aming alifatyczna w ilosci 0,01 do 10 g/I.
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